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WYDZIAL. PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w gzyku polskim: Optoelektronika
Nazwa w jzyku angielskim: Optoelectronics
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): FizykaTechniczna
Specjalnaé (jesli dotyczy): nanoirzynieria
Stopien studiéw i forma: | stopien, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny
Kod przedmiotu: FTP002036W
Grupa kursow NIE
Wykiad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminariuny
Liczba godzin zai¢
zorganizowanych w Uczeln 30
(Z2zV)
Liczba godzin catkowitego
naktadu pracy studenta 60
(CNPS)
Forma zaliczenia zaliczenie

Dla grupy kurséw zaznaczy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktéw ECTS 2

w tym liczba punktow|
odpowiadajca zagciom -
o charakterze praktycznym (P

N—

w tym liczba punktéw ECTS
odpowiadajca zagciom
wymagajcym bezpéredniego
kontaktu (BK)

1,2

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu fizyki ogdlnegj
Wiedza z zakresu fizyki ciata statego
Podstawowa wiedza z zakresu pragaw potprzewodnikowych
Kompetencje w zakresie docierania do uzupedoigjh obszaréw wiedzy i
umiejetnosci
Kompetencje organizacyjne zygane z przekazem informacji

PwonpE

m

CELE PRZEDMIOTU
Cl Nabycie wiedzy z zakresu metod formalnytos@vanych do opisu zjawisk
optycznych w pétprzewodnikach
C2  Przypomnienie wiadorém z zakresu podstawowych zjawisk optycznych
w pOtprzewodnikach, w szczegokud zwigzanych z absorpgj generagj
promieniowania elektromagnetycznego na bazie kanieh zastosowa
przyrzadowych

C3 Zapoznanie studentow z podstawowymi konsjauki struktur optoelektronicznych,

optoelektronilg organiczl i podczerwieni, oraz przedstawienie obszaréw
zastosowania elementow i uktadéw optoelektronicanycszczegolngi w,
medycynie, technicéwiattowodowej, optotelekomunikacji, energetyce, i
mechatronice.




C4 Nabycie wiedzy na temat stosowania materigkdnstrukcji i technologii wytwarzania
nanostruktur optoelektronicznych

C5 Opanowanie umigposci studiowania literatury i prezentacji wiedzy wkeesie stosowanych
rozwigzan struktur optoelektronicznych oraz urgigjosci doboru elementéw
optoelektronicznych

C6Nabycie umiejtnosci wykorzystania urgdzen potprzewodnikowychzrédet i detektoréw

promieniowania elektromagnetycznego w optoelekt@ni

C7 Nabycie umiejtnosci napisania raportu z przeprowadzonego eksperyment

C8 Nabycie umiejtnosci pracy w zespole

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_WO01
Ma podstawow wiedz w zakresie zjawisk optycznych w potprzewodnikadtyKi,
obejmupca podstawy fizyki kwantowej i fizyk ciata statego, w tym wiegniezlzdng do
zrozumienia zjawisk fizycznych mggjych istotny wpltyw na wikciwosci nowych
materiatéw i nanostruktur optoelektronicznych.
PEK_WO02
Rozumie prawa gdzace zjawiskami optycznymi i przemian sygnat optyczngygnal
elektryczny oraz zna przyczyny ich zachodzenia,valasndci fali elektromagnetycznej,
ma wiedz odngnie zastosowania w konstrukcji nanostruktur pragazvych
PEK_WO03
Ma poszerzos i pogkbions wiedz w zakresie fizyki, obejmygga podstawy fizyki
kwantowej i fizyke ciala stalego, w tym wiedzniezlzgdng do zrozumienia zjawisk
fizycznych magcych istotny wplyw na wigiwosci nowych materiatdw i dziatanje
zaawansowanych elementéw elektronicznych
PEK_WO04
Ma pogkbiong i uporzadkowarny wiedz w zakresie podstawowych zjawisk optycznych,
podstaw fizycznych, konstrukcji i technologii (naechnologii) w podstawowych
przyrzdach i uktadach optoelektronicznych oraz uktadguio@ektronicznych

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO1 ma znajoméc interpretacji zjawisk optycznych w pétprzewodnikairaz podstaw
konstrukciji i technologii przyeddw optoelektronicznych w zakresie uttiwiajgcym
studiowanie literatury naukowej oraz poznawaniewifanie i referowanie innych
zagadnié optoelektroniki

PEK_KO02 Potrafi m§le¢ i dziatat w sposob kreatywny i przedbiorczy

PEK_KO3Potrafi poszukiwarozwigzania postawionego zadania w zespole.

PEK K04 Potrafi realizowazadania w zespole.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé - wyktad Liczba godzin
Optoelektronika - wyktad wprowadzaly definicje, klasyfikacja,
Wyl | kierunki rozwoju optoelektroniki. Obszary zastosawaor 2

swiattowodowy.

Podstawy zjawisk optycznych w pétprzewodnikach-eganja i
absorpcja; charakterystyki optyczne ciata stategioombinacja, tw.
van Roosbroecka Shockley'a. Zastosowanie zjawisk w
nanostrukturach w przygdach optoelektronicznych.




Inzynieria pasma zabronionego, metodyyimerii; uktady
wielostopowe, domieszkowanie planarne, heterosirykt

Materiaty do wytwarzania nanostruktur optoelektoaniych.
Materiaty AllIBV, AlIBVI. Prawo Vagard'a. Podstaw@awvtaciwosci
materiatow.

Podstawy epitaksji, mody wzrostu, pozicepitaksjalne, wymagania
na poditaga. Rola podiga w epitaks;ji.

Technologia nanostruktur optoelektronicznych. Hamo
heterostruktury, heteragdza. Widciwosci heterostruktur i
nanostruktur optoelektronicznych. Technologie dgsit@ne. Podstaw
krystalizacji i kontroli wzrostu w rinych modach wzrostu.

Podstawowe techniki wzrostu epitaksjalnego. TedhbiRE i VPE.
Technologia zteonych nanostruktur optoelektronicznych. Tech
MOVPE i MBE. Wiaciwosci technik wytwarzania i poréwnan
technik.

niki
ie

Wy8

Podstawy generacjiswiatta w emiterach poétprzewodnikowyg
Wydajnag¢ kwantowa zrodet swiatta. Wyprowadzenieswiatta z
emitera.

Wy9

Diody elektroluminescencyjne. Wiawosci diod elektroluminescen-
cyjnych. Pétprzewodnikowerddtaswiatta biatego. Systemyswietle-
niowe. Nanostruktury wrédtach promieniowania.

Wy10

Podstawy generadjiatta laserowej. Rezonator Febry-PerotadPr
progowy. Zwierciadta w potprzewodnikowych generatdr
optycznych.

Wy11

Detektory promieniowania. Podstawowe mechanizmglabgit
Parametry detektorow potprzewodnikowych. Szumy vekierach.
Podstawowe konstrukcje detektorow potprzewodnikdwylsszarem
czynnym z zastosowaniem nanostruktur.

Wyl2

Ogniwo stoneczne. Podstawy dziatania. Konstrukgew
stonecznych. Ogniwa krzemowe. Ogniwa wieldozbwe.

Wy13

Parametry gytkowe przyraddw optoelektronicznych. Warunki prac
Punkt pracy. Charakterystyki przydow optoelektronicznych.
Podstawy doboru elementéw optoelektronicznych wkapjach
uktadowych.

Suma godzin

30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

NouswNe

Wyktady problemowe — metoda tradycyjna oraz prezgatw power point
Wyktad — udosipniony w sieci zapis elektroniczny oraz prezentagjdtimedialna
Wyktad — praca wlasna, rozydywanie zadé& po wyktadach
Konsultacje

. Instrukcje — wsfp teoretyczny déwiczen laboratoryjnych
. Instrukcje robocze dawiczen laboratoryjnych
. Praca wtasna — przygotowaniedahaczen laboratoryjnych

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA




Ocery (F — formupca (w | Numer efektu Sposo6b oceny aginiccia efektu ksztatcenia
trakcie semestru), P — | ksztatcenia
podsumowujca (na
koniec semestru)

F1 PEK_WO01 PEK_WO02 egzamin
PEK W03
F2 PEK_UO1, PEK_U02, Odpowied ustna, testy
PEK K01, PEK K02
F3 PEK _UO01, PEK _UO02, Ocena sprawozdania z laboratorium

PEK_U03, PEK_U04
PEK_KO1, PEK_KO02

PL=F1

P2 -§rednia z uzyskanych ocen F2i F3

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

B. Mroziewicz, M. Bugajski, Wt. Nakwaski, Laserytpézewodnikowe, WNT 1985,

J. E. Midwinder, Y. L. Guo, Optoelektronika i teckenswiattowodowa, WKL 1995,

J. I. Pankove, Zjawiska optyczne w potprzewodnik&®INT 1984,

J. Piotrowski, A. Rogalski, Potprzewodnikowe detektpodczerwieni, WNT 1985,

B. Zigtek, Optoelektronika, Wyd. UMK, 2004

Z. Bielecki, A. Rogalski, Detekcja sygnatéw optygeh, WNT 2001,

Materiaty do laboratorium ( wgby teoretyczne oraz instrukcje robocze) , ¢lose
poprzez internetwww.if.pwr.wroc.pl\~popko

8. J.Hennel ,Podstawy elektroniki potprzewodnikowejNW Warszawa 1995.

9. W.Marciniak “Przyrady potprzewodnikowe i uktady scalone” WNT Warszal@s7

10. S.M.Sze ,, Physics of Semiconductor Devices” J.Waeyl Sons, NY 1981, degiha

wersja elektroniczna, e-kgki, BG P.Wr.

NoghswNE

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA

A. Smolinski, Optoelektronikawiattowodowa, WKL 1985,

J. Godlewski, Generacja i detekcja promieniowapigycznego, PWN 1997,

J. Siuzdak, Wgp do wspotczesnej telekomunikagyiattowodowej, WKL 1997,
M. Marciniak, tacznas¢ swiattowodowa. WKL 1998,

G. Einarsson, Podstawy telekomunikagjiattowodowej, WKL 1998,

K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKL, Warsza@801,

R. Bacewicz, Optyka ciata statego, Oficyna Wydawai Politechniki Warszawskigj
Warszawa 1995.
D.K.Schroder ,, Semiconductor Materials and Devicbafcterization*J.Wiley
and Sons, NY 1998
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OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Prof. dr hab. in. Marek Ttaczatamarek.tlaczala@pwr.wroc.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
PODSTAWY ELEKTRODYNAMIKI
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA

| SPECJALNGCI NAN

OINZYNIERIA

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu do Cele Tresci Numer narzedzia
efekt efektow ksztatcenia zdefiniowanych dla| przedmiotu*** | programowe*** | dydaktycznego***
ksztaicenia kierunku studiow i specjalnaici (o ile
dotyczy)**
PEK_WO01 |K1FTE_WO01, K1IFTE_WO02, KIFTE_W04, C1, C2, C3, C4 Wyl- Wy4 1,2,3,45,6,7
(wiedza) K1FTE_W19_SI1NIN
PEK_WO02 |K1FTE_WO01, K1IFTE_WO02, KIFTE_WO05%, C1, C2, C3, C4 Wyl- Wy4 1,2,34
K1FTE_WO06, KIFTE_W19_ SI1NIN
PEK_WO03 |K1FTE_WO01, K1IFTE_WO02, KIFTE_W05%, C1, C2, C3, C4 Wy2 - Wyl13 1,2,34
K1FTE_WO06, K1FTE_WO07,
K1FTE_W19_ Si1NIN
PEK_W04 |K1FTE_WO05, K1IFTE_WO07, KIFTE_WO09, C1, C2,C3,C4| Wy4 - Wyk13 1,2,34
K1FTE_W19 Si1NIN
PEK_KO01 |K1FTE_KO1, K1FTE_KO06 C1, C2,C3,C4, Wyl -Wyl3 1,2,34
(kompetencje
PEK_KO02 |K1FTE_KO1, K1FTE_KO04, C1,C2,C3,C4,| Wyl-Wyl3 1,2,34

K1FTE_KO06

** - wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia
*** - 7 tabeli powyzej




